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Мемристор, как он был предложен в 1971 г. Л. Чуа [5], представляет собой пассивный электрический элемент, способный менять свое сопротивление в зависимости от протекшего по нему заряда. Позже была предложена реализация вычислительной машины на основе мемристоров, имевшая ряд преимуществ над классическими архитектурами [6]. Большинство разработанных мемристоров используют классические сигналы. Однако в последнее время уделяется особое внимание возможностям создания устройств, способных работать с квантовой информацией и возможностью ее хранения. К таким устройствам относятся квантовые мемристоры.
К настоящему времени реализация квантовых мемристоров представлена на различных платформах: квантовая фотоника [7, 11], сверхпроводящие схемы [9], ионные ловушки [10], а также устройства, использующие особенности взаимодействия излучения с веществом [2, 3]. Некоторые из этих подходов уже были успешно реализованы экспериментально [4, 8]. 
Наиболее перспективной платформой для реализации квантовых мемристоров является ионная, поскольку в ней сочетается уникальный набор преимуществ: обилие уровней позволяет создавать связанные квантовые мемристоры на одном ионе [1], наличие колебательной моды позволяет создавать цепочки связанных квантовых мемристоров на различных ионах [10]. Все это позволяет передавать информацию между мемристорами, формируя многослойные квантовые персептроны.
Вместе с тем, исследования свойств квантовых мемристоров на данной платформе в настоящее время находится в начальной стадии. В частности, проанализированы не все удобные для экспериментальной реализации схемы уровней, на которых может быть создано подобное устройство. В данной работе проведены теоретические исследования и построена математическая модель квантовых мемристоров на платформе захваченных ионов +Yb171. При этом анализируются различные схемы создания квантовых мемристоров. С использованием разработанной программы проведены численные эксперименты по эволюции квантовой системы и гистерезисного поведения характеристик квантовых мемристоров. 
Анализ полученных результатов позволяет предложить возможность создания трех различных квантовых мемристоров на одиночном ионе. Полученные результаты открывают экспериментальные перспективы для реализации концепции квантовых мемристоров на ультрахолодных ионах.
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